
1 
 

1. Modelovanje MOSFET-a za re�im velikih signala 
 

1.1. Matematièki model MOSFET-a u re�imu 

zasiãenja dat je formulom  2tGSD UUKI  . 

Odrediti vrednosti parametara K i Ut za 
MOSFET tipa BS170 èije izlazne karakteristike 
su date na slici! 
 
 

 
 

Re�enje:  
Treba uzeti dve taèke na horizontalnom delu dve izlazne karakteristike (u re�imu zasiãenja je 
to tipièno): 

1. taèka:   UGS1=3[V], ID1=70[mA]; 
2. taèka:   UGS2=6[V], ID2=1,27[A]. 

Zamenom tih vrednosti u matematièki model MOSFET-a, dolazimo do sledeãih jednaèina:  ܫଵ = ௌଵீܷ)ܭ − ௧ܷ)ଶ    ⟹    0,07 = −ሺ3ܭ ௧ܷሻଶ ܫଶ = ௌଶீܷ)ܭ − ௧ܷ)ଶ    ⟹    1,27 = −ሺ6ܭ ௧ܷሻଶ 
 
Ako podelimo drugu jednaèinu sa prvom, sledi: ଵ,ଶ, = ሺିሻమሺଷିሻమ    ⟹    6 − ௧ܷ = ටଵ,ଶ, ∙ ሺ3− ௧ܷሻ    ⟹ ௧ܷ ∙ ൬1 −ටଵ,ଶ,൰ = 6 − 3 ∙ටଵ,ଶ,.       
௧ܷ = 6 − 3 ∙ට1,270,071 −ට1,270,07 = −6,778−3,259 = 2,0798ሾܸሿ 

 
Zamenom dobijene vrednosti za Ut u jednu od polaznih jednaèina, dolazi se do vrednosti za 
K: 
ܭ  = 1,27ሺ6− ௧ܷሻଶ    ⟹ ܭ    = 1,27ሺ6− 2,0798ሻଶ = 0,0826  ଶ൨ܣܸ = 82,6 ܸ݉ܣଶ ൨. 
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2. Odreðivanje radne taèke MOSFET-a na bazi modela za velike signale 
 

2.1. U �emi prikazanoj na slici odrediti vrednosti UDS i ID koje defini�u 
radnu taèku, pretpostavljajuãi da MOSFET radi u re�imu zasiãenja, 

odnosno va�i formula za struju:  2tGSD UUKI  ! Dato je: 

K=1[mA/V2], Ut=2[V]. 
 
 
 
Re�enje:  
Napon UGS je odreðen naponskim razdelnikom R1, R2:  

 ܷீௌ = ோమோభାோమ ∙ 12 = ହ∙ଵయ∙ଵయାହ∙ଵయ ∙ 15 = 5[ܸ]. 
Poznavajuãi napon UGS mo�e se odrediti struja ID: ܫ = ௌீܷ)ܭ − ௧ܷ)ଶ = 10ିଷሺ5− 2ሻଶ = 9 ∙ 10ିଷ = 9ሾ݉ܣሿ. 
Na bazi ekvivalentne �eme za re�im velikih signala, za izlazno kolo se mo�e napisati sledeãa 
jednaèina polazeãi od drugog Kirchhoff-ovog zakona: 
 
 
 
 
 
 
 ܷ − ܴ ∙ ܫ − ܷௌ = 0. 
 
Odavde sledi: 
 ܷௌ = ܷ − ܴ ∙ ܫ = 15 − 10ଷ ∙ 9 ∙ 10ିଷ = 6ሾܸሿ. 
 
Po�to za dobijenu vrednost UDS va�i UDS>UGS-Ut, bila je ispravna pretpostavka da MOSFET 
radi u re�imu zasiãenja.  
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3. Linearni model MOSFET-a za re�im malih signala u datoj radnoj taèki 

 
3.1. Odrediti model MOSFET-a za re�im malih signala u radnoj taèki dobijenoj u zadatku 2.1! 
 
 
Re�enje:  
Jedini parametar modela koji treba izraèunati je gm:  
 ݃ = ሺܷீௌܭ2 − ௧ܷሻ = 2 ∙ 10ିଷ ∙ ሺ5− 2ሻ = 6 ∙ 10ିଷ = 6ሾ݉ܵሿ. 
 
Ekvivalentna �ema za re�im malih signala je: 
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4. Proraèun parametara pojaèavaèa sa MOSFET-om  
 

4.1. Na osnovu modela za 
re�im malih signala 
dobijenog u zadatku 3.1 
odrediti naponsko 
pojaèanje i strujno 
pojaèanje (Au=uo/ug, 
Ai=io/ig) pojaèavaèke 
�eme sa MOSFET-om 
prikazane na slici! 

 
 
 
 
 
 
Re�enje:  
Prvo se izvor napajanja i spre�ni kondenzatori zamene kratkim spojem:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U drugom koraku MOSFET se zameni ekvivalentnom �emom za re�im malih signala: 
 

Izlazni napon se dobija kao proizvod struje kontrolisanog izvora u modelu i otpornosti 
izlaznog kola: ݑ = −݃ ∙ ௦ݑ ∙ ሺܴ||ܴሻ   ⟹ ௦ݑݑ  = −݃ ∙ ሺܴ||ܴሻ . 
Napon ugs se izraèunava na bazi naponskog razdelnika u ulaznom kolu: ݑ௦ = ܴଵ||ܴଶܴଵ||ܴଶ + ܴீ ∙ ݑ    ⟹ ݑ௦ݑ    = ܴଵ||ܴଶܴଵ||ܴଶ + ܴீ .   
Na osnovu prethodnih proraèuna va�i: ܣ௨ = ݑݑ = ௦ݑݑ ∙ ݑ௦ݑ = −݃ ∙ ሺܴ||ܴሻ ∙ ܴଵ||ܴଶሺܴଵ||ܴଶሻ+ ܴீ . 
Uvr�tavanjem zadatih vrednosti: 
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௨ܣ = −6 ∙ 10ିଷ ∙ ሺ10ଷ||10 ∙ 10ଷሻ ∙ 10||500 ∙ 10ଷሺ10||500 ∙ 10ଷሻ+ 500 ∙ 10ଷ ܣ௨ = −6 ∙ 10ିଷ ∙ 909 ∙ ଷଷଷ∙ଵయଷଷଷ∙ଵయାହ∙ଵయ = −6 ∙ 10ିଷ ∙ 909 ∙ 0,4 = −2,18. 

 
Proraèun strujnog pojaèanje se mo�e povezati sa naponskim pojaèanjem: ܣ = ݅݅ = ܴݑܴݑ = ݑݑ ∙ ܴܴ . 
Ri je rezultantna otpornost koju vidi ulazni izvor signala: ܴ = ܴீ + ሺܴଵ||ܴଶሻ = 500 ∙ 10ଷ + ሺ10||500 ∙ 10ଷሻ = 833ሾ݇Ùሿ. 
Prema tome, vrednost strujnog pojaèanje je: ܣ = −2,18 ∙ 833 ∙ 10ଷ10 ∙ 10ଷ = −181,7. 
 
 


